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МИКРОСХЕМА УПРАВЛЕНИЯ IGBT ТРАНЗИСТОРОМ (АН. МС33153P) 
 
Микросхема предназначена для использования в схемах управления IGBT транзистором. 
Диапазон рабочего напряжения источника питания микросхемы составляет 12-20В. 
Таблица  норм  электрических  параметров (Vcc=15B) 

Наименование параметра, Буквенное  Норма Температура, 
единица измерения обозначение не менее не более оС 

Логический вход 
Входное пороговое напряжение,В 
высокий уровень (логическая 1) 
низкий уровень (логический 0) 

 
Vih 
Vil 

 
 

1.2 

 
3.2 

25 

Входной ток , мкА 
высокого уровня(VIH=3В) 
низкого уровня(VIL=1,2В) 

 
Iih 
Iil 

  
500 
100 

25 

Выход драйвера 
Выходное напряжение ,В 
низкого уровня(ISink=1.0А) 
высокого уровня(ISource=500мА) 

 
Vol 
Voh 

 
 

12 

 
2.5 

25 

Сопротивление выходного резистора , 
кОм 

RPD  200 25 

Выход «ошибки» 
Выходное напряжение ,В 
низкого уровня(ISink=5.0мА) 
высокого уровня(ISource=20мА) 

 
Vfl 
Vfh 

 
 

12 

 
1.0 

25 

Динамические характеристики 
Время задержки распространения  
(уровень компарации 50% входного, 
выходного сигнала, CL=1нФ) , нс 
 логический вход-выход, при нарастании 
сигнала 
 логический вход-выход, при спаде 
сигнала 

 
 
 
 
 

tPLH 
 

tPHL 

  
 
 
 
 

300 
 

300 

25 

Время нарастания выходного сигнала (от 
10% до 90% выходного сигнала, CL=1нФ), 
нс 

tr  55 25 

Время спада выходного сигнала (от 90% 
до 10% выходного сигнала CL=1нФ) , нс 

tf  55 25 

Схема включения-выключения 
Напряжение включения , В VCC start  12.6 25 
Напряжение выключения , В VCC dis 10.4  25 

Компараторы 
Пороговое напряжение компаратора 
превышения тока (VPin8>7В) , мВ 

VSOC 50 80 25 

Пороговое напряжение компаратора 
короткого замыкания (VPin8>7В) , мВ 

VSSC 100 160 25 

Пороговое напряжение компаратора 
гашения ошибки (VPin1>100мВ) , мВ 

Vth(FLT) 6.0 7.0 25 

Входной ток входа чувствительности 
тока(VSI=0в) , мкА 

ISI  -10 25 

Вход гашения ошибки 
Вытекающий ток (VPin8=0В, VPin4=0В) , мкА Ichg -200 -300 25 
Ток разряда(VPin8=15В,VPin4=5В), мкА Idschg 1.0  25 
Ток потребления схемы  
в ждущем режиме(VPin4=VCC, Выход 
открыт) , мА 
 в рабочем режиме(CL=1нФ, f=20Кгц) , мА 

 
ICC 

 

  
14 

 

25 
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Таблица предельно-допустимых и предельных режимов эксплуатации 

Наименование параметра, 
обозначение, 

Предельнодопустимый 
режим 

Предельный 
режим 

единица измерения не менее не более не менее не более 
Напряжение питания, VCC-VEE, В 12 20  23 
Напряжение логического входа, Vin ,В VEE VCC VEE-0.3 VCC 
Напряжение входа тока 
чувствительности, VS, В 

0 VCC -0.3 VCC 

Напряжение вывода гашения ошибки 
,VBD, В 

0 VCC -0.3 VCC 

Вытекающий ток выхода драйвера, IO, A    1.0 
Втекающий ток выхода драйвера, IO, A    2.0 
Ток диодной защелки, IO, A    1.0 
Вытекающий ток выхода ошибки, IFO ,мА    25 
Втекающий ток выхода ошибки, IFO ,мА    10 
Мощность рассеивания, PD, Вт 
при температуре TA= 50 0C 

   1.0 

Тепловое сопротивление кристалл-
окружающая среда, RθJA, оС/Вт 

   100*) 

Температура кристалла, ТJ, оС    +150 
Рабочий диапазон температуры 
окружающей среды, ТА, оС 

-40 +105 -40 +105 

Температура хранения, Тstg, оС   -65 +150 
 

 


